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Silizium-Diode
. Vorldufige technische Daten
Kapazitdtsvariationsdiode
MeBwerte
bei Umgebungstemperatur temb = 25°C
a) statisch
Sperrstrom —lg (—Uq=10V) 001 <01 A
b) dynamisch
bei —Ug =10V, Unr < 50 mV, f =30 MHz
Bahnwiderstand rb 2< 3 Q
Sperrschichtkapazitat ¢ > 10 25 < 35 pF
Induktivitat Lak 7 nHy
Thermischer Widerstand Rtherm <05 °CimwW
Grenzwerte ,
Sperrspannung U4 25 \"
Verlustleistung P4 250 mW

bei tamb = 45°C
und Betrieb in ruhender Luft
Sperrschichttemperatur ti 175 °C

max. Abmessungen

Gewicht: max. 0,3 g
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BA 111

Sllizium-Diffusions-Kapazitiits-Diode
Sllicon diffusion capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunem

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen Iin mm
Dimensions in mm
KATHODE 226 20,88
CATHODE l
26 72 j 26 Normgehéuse
(312 Case
51 A 2DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ur 20 v
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur 4 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg —50..+150 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2



BA 111

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 60mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug = 10V

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ip =10pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
f=30MHz, Ug = 2V,

Upg= 4V
U = 10V
Serienwiderstand

Series resistance
Ug =2V, f=30MHz

Gute
Quality
Ugr =12V, f=30MHz

44
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Max.
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BA 111
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BA 121

Silizium-Kapazitéits-Diode
Silicon capacitance diode

-

Anwendungen: Nachstimmschaltungen in VHF- und UHF-TV-Tunern

Applications: AFC in VHF and UHF-TV tuners

Abmessungen in mm

Dimensions in mm

KATHODE
CATHODE

#£2,6 20,55

26

snr

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrsparinung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Wiirmewlderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I'=5mm, #f = konstant
’ constant

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Normgehéuse

Case

51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

Gewicht - Weight

max. 0,2 g

\'

LV

150 °C
—55..+150 °C

Min. Typ. Max.

420 K/W

47



BA 121

Kenngré8en Min. Typ. Max.
Characteristics

= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung

Forward voltage
Ig = 60mA Ur 08 09 v
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 10V I 3 25 nA
Ug = 10V, fj; = 120°C Ig 10 pA
Diodenkapazitit
Diode capacitance
UR=2V,f=30MHZ CD 8 10 12 pF
Serienwiderstand
Series resistance
Ugp =2V, f=100MHz rs 0,9 2 Q
Gite
Quality
UR=2V,f=30MHz Q 600
Serieninduktivitat Lg 5 nH
Series inductance
1 74 988 ™ * %987 ™
‘% “bn
o
20 103 Con = Colq-z"s'c)
f =30MHz
pF my,
UR'” /V
16 102 ARgEn
f =100 MHz
1= 26°C - an P
X
21 101
4
Streugrenzen }‘/
8 - Scattering limits 10
= A
4 L 0.99
4
o 10 20V 0,08 0 50 100 °C
UR—-> t j—

48




BA 124

Silizium-Kapazitéts-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
_§ Normgehéuse
26 72 26 Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URRM 30 "
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 30 v
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur 4 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55...+150 °C
Storage temperature range
Wiirmewiderstand Min.  Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I'=5mm, 1 = konstant LTNTY 420 KW

constant

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 124

KenngréoBen
Characteristics

100
pF

80 )= 25°C

20

50

4= 25°C, falls nicht anders angegeben

unless otherwise specified

DurchiaBspannung
Forward voltage

Ig = 60mA
Sperrstrom
Reverse current

UR = 20V

Ug =10V, tj= 120°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =2V, f=30MHz

Serienwiderstand
Series resistance
Ur =2V, f=100MHz

Gite
Quality
Ug =2V, f=30MHz

Serieninduktivitat
Series inductance

Gruppe: 50
Group: 55

14968 ™

f =100 MHz

Streugrenzen

Scattering limits

'
\\ n '~
P~

11

60
65

Min. Typ. Max.
Ur 0;85 09 \ )
Iy 50 nA »
I 15 pA -
Cp 44 51  pF
Cp 49 56  pF
¢ 54 61 pF
Cp 59 66  pF
rg 0,5 Q
0 190
Ly nH
f ™™ 967 -~
CDn
C
103 Con * oU+38C) .
£ =30MHz
L.
Uﬂ.zv 1'
102; & A |
y
- 101
A
4
099
0.98 50 100 °C
t j—>
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BA 125

Sllizium-Kapazitats-Diode
Sllicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunem

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen in mm
Dimenslons in mm
KATHODE %26 20,585
CATHODE _{_ [_‘_
T i
BN Normgehause
snr 2° 7‘2 26 case
51A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URRM 30 \"
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung UR 30 -V
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur 'i 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55..+150 °C
Storage temperature range
Wirmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
' I = 5mm, t| = konstant Ripa 420 K/W

constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 125

KenngréBen
Characteristics

t

| = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 60mA Ur
Sperrstrom
Reverse current
Up = 20V Ip
UR =10V, tj = 120°C IR
Diodenkapazitét
Diode capacitance :
Ug =2V, f=30MHz Gruppe: 35 Cp
Group: 40 Cp
45 C D
Serienwiderstand 50 Cp
- Series resistance
Ug =2V, f=30MHz Ty
Gate
Quality
Up =2V, f=30MHz 0
Serieninduktivitat Lg
Series inductance
? 749690 W
%
f=30 MHz
:(F: /=28°C
40
Scattering limits
30 3y
P
- Py
20 -
-
101-
[+] 10 20V
%

52

Min.

29

39

Typ.

0,85

05

260

09

15

41
46
51

pA

pF
pF
pF

nH
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BA147/...

Silizium-Diode

Silicon diode
Anwendungen: Aligemein
Applications: General purpose
Abmessungen in mm
Dimensions in mm
KATHODE 226 2055
CATHODE
&
- 26 72 26 Normgehéuse
Case
51 A2 DIN 41880
JEDECDO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings ;
Sperrspannung BA 147/25 Ur 25 v
Reverse voltage BA 147/50 U 50 Vv
BA 147/100 UR 100 Vv
BA 147/150 Ur 150 v
BA 147/230 Ur 230 \
BA 147/300 Ur 300 v
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Irpm 500 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 150 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur 4 : 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstg —55..+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 147/.

Wiirmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Um

gebung

Junction ambient
I =4mm, t, = konstant

constant
KenngroBen
Characteristics
t= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
DurchlaBspannung
Forward voltage
I F= 50 mA
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 25V BA147/25
Ug = 50V BA147/50
Ur =100V BA 147/100
UR = 150V BA 147/150
Up = 230V BA 147/230
UR =300V BA 147/300
tj = 100°C s
Ur = 10V BA 147/25, BA 147/50
Ug = 50V BA 147/100
UR =100V BA 147/150
UR =150V BA 147/230
Ur =200V BA 147/300

54

88
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a88 6

100
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BA 173

Silizium-Diffusions-Diode
Sllicon diffusion diode

Anwendungen: Klemmschaltungen in Farb-FS-Ger4ten mit hohen Betriebsspannungen

Applications: Clamping circuits in colour TV-receivers, with high supply voltage

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE £2,6 20,55
CATHODE (_ (_‘_
_f Normgehéuse
26 72 26 Case
s 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29
Absolute Grenzdaten .
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung
Re?etitive peak reverse voltage
p
7 = 0,01, lp < 01ims URRM 350
Sperrspannung Ur 300
Reverse voltage
Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current
t
p
T 0,01, p < 10ms Irpm 3 A
DurchlaBstrom I 300 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur ] 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg —65...+150 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 173

Wirmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I'=4mm, 1y = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

4= 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
T F= 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ur = 300V
Diodenkapazitat
Diode capacitance
Sf=1MHz, U = 30V
Ur = 150V

Ruckwiértserholzeit
Reverse recovery time

IF= IR= 10M,in= 1mA

Une

01 uF-I-

(e
741014 Tfk

60

RL= 2k bzw. 33kQ

_Yox100%
Unr
MeBschaltung fiir:7,

Test circuit for :n,

e

0,08

350

500

Kiw

pA

%

ns



BA 173
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BA 173
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BA 176

Silizium-Diode
Silicon diode
Anwendungen: Antennenschutzdiode
Applications: Aerial protection
Abnﬁi#sungon in mm
Dimensions in mm
KATHODE 226 20,55
CATHODE
. —{ ' Normgeh&use
26 72 26 Case
a7 ' 51A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics
4= 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage -
Ig = 400mA Ug"?) 15 \"
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 20V ) I 1 pA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I R™ 1mA U(BR) 2) 100 v
Diodenkapazitit
Diode capacitance -
Ug =2V, f=30MHz Cp 15 pF

4
1) F =~ 001, 4, = 03ms

2) Die Diode kann mehrmals die Entladung eines auf 12 kV aufgeladenen Kondensators von 1 nF iiber 2kQ in
DurchlaB- und Sperr-Richtung vertragen.

The diode can endure for several times the discharge of a capacitor of 1nF which was charged at 12 kV
across 2 kQ in forward and reverse direction.

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2



BA 204

+ Sllizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

-

Anwendungen: Allgemein

Applications: General purpose

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
sie  KATHODE 1.9 £0.85
CATHODE
! 4
28 3.9- 26 Normgehéuse
Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 015¢g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrRM 60 v
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 50 \"
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp S 1yps Irsm 2 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 450 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 200 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert Iepy 150 mA
Average forward current
Sperrschichttemperatur ] 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tetg —65...+200 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 204

Wiarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, t, = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

68

t = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
I F = 100mA

Sperrstrom
Reverse current
Ur =30V
Ug =30V, = 150°C

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I R =1 |.IA

Diodenkapazitit
Diode capacitance
UR =0, f=1MHz

Ruackwartserholzeit
Reverse recovery time
IF = IR = 10mA, iR =1mA

I
1 Tp =001, 1, = 03ms

Rihan

50

Typ.

350

100
100

10

Kiw

ns



BA 204

* : i Tasss ™
J 4
I R
300
mA /
1;=100°C
100 100
y=28°C
1 nA ! o
P ot
Streugrenze
301 = Scattering limit ]
]
25°C . // //
10 10
y 4 /! -
J J >
/ LA
3 / &
4
Y 1
0,3 0,5 0,7 09V 0 10 20V
Ug —» UR —
f 4341 ™
‘%
5 .
pF ‘\ écnu.nnn
e Scattering limit
4 - '7[- =
f=1MHz
t| =25°C
2
o
1
4] 5 0V
UR —
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BA 479

Silizium-PIN-Diode
Silicon-PIN-Diode

-

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken
Applications: Current controlled HF resistance in adjustable attenuators

Besonderes Merkmal: Feature:
® GroBer Frequenzbereich 10 MHz...1 GHz ® Wide frequenc range 10 MHz...1 GHz

Vorléufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kunststoffgehéduse
Plastic case
SOD 23

; 24 02
KATHOD:——ET2 51,2 0,75 Gewicht - Weight
m C{_ (— max.0,1g

© }
bt :
L 12,8
s
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung UR 30 \
Reverse voltage
DurchlaBstrom I 50 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur J 125 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -85 ... +125 °C
Storage temperature range

S 8/V.2.672/0478 Ausgabe 2
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BA 479

KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics

lamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchiaBspannung '
Forward voltage .
Ir =50 mA Ur 1 Vv

Sperrstrom
Reverse current
Ugr=30V IR 50 nA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR =0,f=100 MHz [6)) 0,5 pF

Differentieller DurchiaBwiderstand
Differential forward resistance

IF =1,5mA, f= 100 MHz f 50 Q
Sperrimpedanz
Reverse impedance

UR = 0, /=100 MHz 2r 9 kQ

1 X 78 2414
N\
’f N
N S>20 MHz
1000 \ famb=25 °C
Q A
100
N
\\
10 :
; .
0,001 0,01 01 1mA
Io —

74



BA479G-BA479S

Silizium-PIN-Dioden

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken

Besondere Merkmale: ~
® GroBer Frequenzbereich 10 MHz...1 GHz

Abmessungen in mm

Kathode 216 20,55
Normgehause
" i 54 A2 DIN 41880
i ? if JEDEC DO 35
26 39 26 Gewicht max. 0,15 g
Bestempelung: Klartext
Absolute Grenzdaten
Sperrspannung Un 30 v
DurchlaBstrom Ie 50 mA
Sperrschichttemperatur Tl 125 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -55....+125 °C
KenngroBen Min. Typ. Max.
T.mp = 25 °C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
l.=20mA Ue 1 \
Sperrstrom , .
Uy=30V Iq 50 nA
Diodenkapazitat
Uz =0, =100 MHz C 0,5 pF
Differentieller DurchlaBwiderstand
le=15mA, =100 MHz n 50 Q
Sperrimpedanz
Ug=0, f=100 MHz BA479G Z, 4,5 kQ
BA479 S Z, 9 kQ
Warmewiderstand
Sperrschichtumgebung *
/=4 mm, {_=konstant Rya 350 K/W

T1.2/905.0185 D1
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BA479G-BA479S
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- \‘
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Q N
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100 \
\
N
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1
- 0,001 0,01 0,1 1 mA
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?E&E%KEN electronic BA 682 ) BA 683

Creative Technologien

Silizium-Planar-Dioden
Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Abmessungen in mm

Anschlisse verzinnt
Kathode

Dy=1,4+01

0,356

+02
32 8181

Glasgehéuse

SOD 80

Mini MELF
Gewicht max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung Ug 35 \'
DurchlaBstrom I 100 mA
Sperrschichttemperatur T] 150 °C
Lagerungstemperaturbereich T. -565....+150 °C

Maximaler Wirmewiderstand )
Sperrschicht-Umgebung Rya 500 K/W
auf Leiterplatte 50 mmx50 mmx 1,6 mm

KenngroBen Min. Typ- Max.
=25 °C
DurchlaRspannung
I =100 mA Ue 1 \Y
Sperrstrom .
Us=20V I 50 nA

Diodenkapazitat

f=100MHz, U,=1V C, 1,6 pF
Ug=3V BA 682 (o 1,25 pF
BA 683 C 1.2 pF

Differentieller DurchlaBwiderstand
f=200MHz, /.= 3mA BAG682 r 0,7 Q
BA 683 re 1.2 Q
I,=10mA BA 682 r 0,5 Q
BA 683 r 0,9 Q

Sperrimpedanz

Uy =1V, f=100 MHz z, 100 kQ

T1.2/402.0788 D



BA 682 - BA 683

? 88 6077 ? 88 6075
i %
£=200 MHz 5
Fm250c oF =100 MHz
T=25°C
10
QX
N
5 BRmac
[ BA 683 1 T
BA 682
\\\ \\ T LTI
BA 683
N
1 N N 05
BA 682
.y
0,5 =
01 1 10 mA 01 1 0V
F— Up—=
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BA779-BA779S

Silizium-PIN-Dioden

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken

Besondere Merkmale™
@ GroRer Frequenzbereich 10 MHz...1 GHz

Abmessungen in mm

0,4 £0,03

or$%
‘ K
1,2523% - 2,5_0y
I A nclf
i | =01
1,9z01 0,31%5
2,853
l 005 ) 8137

Bestempelung: BA779 PN
BA779S+PN

Absolute Grenzdaten
Sperrspannurig
DurchlaBstrom
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich -

Maximaler Wiarmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
auf Leiterplatte 50 mmx50 mmx 1,6 mm

KenngréBen

Tomp = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaRspannung
[,=20mA
Sperrstrom
Uy=30V
Diodenkapazitat
U, =0, f=100 MHz
Differentieller DurchlaBwiderstand
l.=15mA, f=100 MHz
Sperrimpedanz

Ug=0,f=100MHz BA779
BA779S

T1.2/1215.0788 D

Standard Kunststoffgehause
23 A3 DIN 41869/8
JEDECTO 236

SOT 23

Gewicht max. 0,02 g

30 \
50 mA
125 °C
-55....+125 °C
500 K/W

Min. Typ. Max.
1 \%
50 nA
0,5 pF
50 Q
5 kQ
9 kQ

15




BA779-BA 779S

1 88 5968 f RS 882414
Ik ar G N
rY N\
/ \ £>20 MH,
10 o 1000 AL =25
mA Q N
r i AV
I
I
14
Streugrenze
1 } 100 <
fif 2
]
]
7
1 \
L I I —— N
01 10 \‘
0,01 1
0 04 08 12V 0,001 0,01 01 TmA
Up— /F—c>
f 88 5017
a | ]
Typische Kreuzmodulationsdampfung
o]
dB
TT—Démpfungsglied mit 10 dB Dampfung
o=a0aBmv| [ [ ]
0 ;=100 MHz unmoduliert
-2 fy moduliert mit 200 kHz
m=100 %
—40
N
\\
]
-60
-80
20 40 60 MHz
fz——’
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